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半導体量子ドットは、ディスクリートな状態密度を有するため、単一光子源をはじめ量子効果を

用いたデバイス応用が多数ある。その中でも、強い量子閉じ込めによる高温安定励起子を有する

GaN 量子ドットは、高温で動作するデバイスとして有望である[1,2]。然しその一方で、温度の上

昇につれて、フォノンとの相互作用によって発光線幅が増大するという問題がある。本研究では、

位置制御GaNナノワイヤに埋め込まれた寸法の小さい量子ドットにおけるフォノン相互作用を考

察するため、フーリ

エ変換分光法を用い

て温度に対する発光

線幅増大を調べた。

光学実験は 266nm波

長ＣＷレーザを励起

源として用いて行っ

た。図１には干渉計

で測定した発光線幅

の温度依存性を示す。

温度が上がるにつれ

て、発光線幅は 8μeVK
-1で線形的に増大する。この比較的大きな増大の原因は、窒化物半導体量

子ドットであることに起因するピエゾ相互作用メカニズム[3]に加え、ドットが小さいことによる

強い変形ポテンシャル相互作用メカニズム[4]であると考えられる。 
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図 1:a) Temperature dependence of the decay in interference contrast measured 

from a single GaN nanowire QD. b) The emission linewidth of the QD as 

reconstructed from the interference data. The linewidth grows linearly with 

temperature, as expected for acoustic phonon-induced broadening, with a 
constant of proportionality of 8μeVK

-1 
for this particular dot.  
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